CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM di ALESSANDRO PAGHI
STUDI COMPIUTI E TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI (in ordine temporale)

Descrizione del titolo: Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione

Data: 05/05/2022 Voto: Ottimo con Lode

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 01/11/2018 al 01/11/2021

Titolo dell’elaborato: “Advanced Electrical Components and Sensors with Micro- and Nano-
Materials”.

Tutori: Prof. Giuseppe Barillaro, PhD. Lucanos Strambini.

Descrizione del titolo: Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

Data: 28/09/2018 Voto: 110/110 con Lode

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 09/2016 al 28/09/2018

Titolo dell’elaborato: “Progettazione, Realizzazione e Caratterizzazione di nanostrutture
Silicio/Oro di tipo Fotonico/Plasmonico per Applicazioni BioSensoristiche”.

Relatori: Prof. Giuseppe Barillaro, PhD. Stefano Mariani.

Descrizione del titolo: Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Informazione,
Curriculum Elettronica

Data: 11/07/2016 Voto: 110/110 con Lode

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
dell’Universita degli studi di Siena

Periodo di attivita dal 09/2013 al 11/07/2016

Titolo dell’elaborato: “Progettazione e realizzazione della struttura meccanica e del sistema di
controllo di un robot esapode”.

Relatore: Prof. Andrea Garulli.

Descrizione del titolo: Diploma di Maturita Tecnica Industriale
Data: 01/07/2013 Voto: 100/100

Rilasciato da: Scuola Secondaria ITT-LSA Tito Sarrocchi di Siena
Periodo di attivita dal 09/2008 al 01/07/2013

TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI (in ordine temporale)

Descrizione del titolo: Abilitazione alla Professione di Ingegnere nella Sezione A -
Settore dell'Informazione, Classe LM-29 (Ingegneria Elettronica)
Data: 19/02/2019

ALTRE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE (in ordine temporale)

Descrizione del titolo: Academic English Certification Level C1+
Data: 12/2019
Rilasciato da: Centro Linguistico dell’Universita di Pisa

Descrizione del titolo: Academic English Certification Level C1
Data: 05/2019
Rilasciato da: Centro Linguistico dell’Universita di Pisa

Descrizione del titolo: Cisco CCNA4 Routing and Switching (Connecting Networks)
Data: 08/01/2016
Rilasciato da: Cisco

Descrizione del titolo: Cisco CCNA3 Routing and Switching (Switched Networks)
Data: 21/04/2015
Rilasciato da: Cisco



Descrizione del titolo: Academic English Certification Level B1
Data: 09/2014
Rilasciato da: Centro Linguistico dell’Universita degli Studi di Siena

Descrizione del titolo: Cisco CCNA2 Routing and Switching (Routing Protocols)
Data: 16/05/2014
Rilasciato da: Cisco

Descrizione del titolo: Cisco CCNA1 Exploration (Networking Fundamentals)
Data: 14/12/2013
Rilasciato da: Cisco

Descrizione del titolo: European Computer Driving Licence (ECDL)
Data: 23/04/2010
Rilasciato da: AICA

PREMI (in ordine temporale)

Descrizione del premio: Vincitore Huawei University Challenge 2021

Data: 12/2021

Rilasciato da: Huawei

Titolo dell’elaborato: On-chip Energy Storage with Three-Dimensional Silicon-Integrated
Capacitor

Descrizione del premio: Vincitore Olimpiadi di Informatica, fase provinciale di Siena
Data: 12/2011
Rilasciato da: Scuola Secondaria ITT-LSA Tito Sarrocchi di Siena

POSIZIONI RICOPERTE ATTUALMENTE (in ordine temporale)

Descrizione della posizione: Assegnista di Ricerca sul Programma “Design, fabbricazione
e misura di device a microonda superconduttore-semiconduttore sottoposti ad
effetto di gating elettrostatico - Settore scientifico Physics”

Presso: Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tipologia di contratto: Assegno di ricerca postdoc junior, liv. II.

Periodo di attivita dal 01/11/2023 ad OGGI

Totalita mesi da assegnista di ricerca: 31 al 01/06/2024
POSIZIONI RICOPERTE IN PRECEDENZA (in ordine temporale)

Descrizione della posizione: Assegnista di Ricerca sul Programma “Design, fabbricazione
e misura di device a microonda superconduttore-semiconduttore sottoposti ad
effetto di gating elettrostatico - Settore scientifico Physics”

Presso: Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tipologia di contratto: Assegno di ricerca postdoc junior, liv. 1.

Periodo di attivita dal 01/11/2022 ad 31/10/2023

Descrizione della posizione: Assegnista di Ricerca sul Programma “Tecnologie, materiali
e dispositivi micro e nanostrutturati per applicazioni in G-band - Settore scientifico
disciplinare ING-INF/01 - Elettronica”

Presso: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa

Tipologia di contratto: Assegno di ricerca postdoc.

Periodo di attivita dal 01/11/2021 ad 31/10/2022

Descrizione della posizione: Visiting Scientist

Presso: Istituto National Enterprise for nanoScience and nanotechnology (NEST) di
Pisa

Periodo di attivita dal 02/2020 ad 31/10/2022



Descrizione della posizione: Membro del comitato organizzativo della conferenza
“Porous Semiconductors - Science and Technology 2022"

Rilasciato da: Porous Semiconductors - Science and Technology

Periodo di attivita dal 27/03/2022 al 01/04/2022

Descrizione della posizione: Cultore della Materia per l'insegnamento di “Elettronica
Biomedica 1” nel corso di studi Ingegneria Biomedica (LM-21) dell'Universita di Pisa.
Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 06/2019 al 06/2021

Descrizione della posizione: Dottorando in Ingegneria dell’Informazione.
Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 01/11/2019 al 31/10/2021

Descrizione della posizione: Assistente alla didattica per lI'insegnamento di “Elettronica
Biomedica 1” nel corso di studi Ingegneria Biomedica (LM-21) dell'Universita di Pisa
per I'anno accademico 2019/20

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 2019 al 2020

Descrizione della posizione: Collaboratore Scientifico

Rilasciato da: Aidilab s.r.l

Periodo di attivita dal 2013 al 2014

Mansione ricoperta: Debugging dei computer singol-board UDOO DUAL e QUAD prodotti
da Seco s.r.l, realizzazione di applicativi hardware e software basati su tali schede
elettroniche, creazione di tutorial per la community di utenti.

Descrizione della posizione: Stagista

Rilasciato da: Sistemi I.C.T. s.r.l

Periodo di attivita dal 2013 al 2013

Mansione ricoperta: Analisi e gestione della sicurezza in reti di computer, selezione e
gestione di apparecchiature di rete.

Descrizione della posizione: Stagista

Rilasciato da: Xenesys s.r.l

Periodo di attivita dal 2012 al 2012

Mansione ricoperta: Realizzazione di applicazioni desktop in linguaggio di
programmazione C#.

ATTIVITA’' DIDATTICA

Descrizione del titolo: Cultore della Materia per l'insegnamento di “Elettronica
Biomedica 1” nel corso di studi Ingegneria Biomedica (LM-21) dell'Universita di Pisa.
Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 06/2019 al 06/2021

Descrizione del titolo: Assistente alla didattica per l'insegnamento di “Elettronica
Biomedica 1” nel corso di studi Ingegneria Biomedica (LM-21) dell'Universita di Pisa
per I'anno accademico 2019/20 (20 ore di lezione)

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa
Periodo di attivita dal 2019 al 2020

A.P. ha svolto sostegno all’attivita didattica come esercitatore nell'insegnamento di “Elettronica
Biomedica 1” (6 CFU, a.a. 2019/20, 20 ore di lezione) nel corso di studi magistrale di
Ingegneria Biomedica (LM-21) dell'Universita di Pisa. Dal 2019 al 2021, A.P. é stato anche
Cultore della Materia per l'insegnamento di “Elettronica Biomedica 1” nel corso di studi
Ingegneria Biomedica (LM-21) dell'Universita di Pisa.



A.P. & stato relatore di 4 tesi di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica (LM-29) ed
Ingegneria Biomedica (LM-21) (M. Corsi, S. Corso, A. Vicari, F. D'Amico), da cui sono risultate
2 pubblicazioni scientifiche [8,10]. A.P. e attualmente relatore di una tesi di laura magistrale
(S. Tortorella) in Materials and Nanotechnology (LM-53).

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

L'attivita di ricerca di A.P. ha riguardato lo sviluppo di materiali/dispositivi/sistemi micro- e
nano- strutturati per applicazioni in elettronica, optoelettronica e fotonica, a temperature
criogeniche e non.

Nel settore della micro- e nano- elettronica A.P. ha perfezionato la tecnica elettrochimica di
lavorazione del silicio su scala micrometrica (ElectroChemical Micromaching - ECM) e
nanometrica (ElectroChemical Nanomachining - ECN). A.P. (con STMicroelectronics) ha
realizzato mediante ECM dei substrati di silicio micro-strutturati ad alto aspect-ratio (>100) al
fine di incrementare |'area efficace di condensatori a stato solido tridimensionali,
successivamente conformemente ricoperti tramite Atomic Layer Deposition (ALD), ottenendo il
valore di densita di capacita di 1 uF mm-2 [3]. A.P. (con STMicroelectronics) ha integrato strati
di silicio nanostrutturato mediante ECN in prossimita di diodi di potenza allo stato solido
(giunzioni pn™*) al fine di migliorarne le performance elettriche statiche (incrementare la
tenzione di funzionamento) e dinamiche (ridurre il tempo di spegnimento) [4].

Nel corso della sua attivita scientifica A.P. si & dunque misurato con la messa a punto di
tecniche litografiche a livello di wafer su scala micrometrica e sub-micrometrica mediante
fotolitografica (da contatto ed a scrittura diretta) e litografia a fascio elettronico. A.P.
padroneggia il flusso micro e nano litografico per la realizzazione di geometrie su piu step di
impressione su substrati planari alla scala micrometrica e sub-micrometrica, utilizzando
polimeri foto ed elettrosensibili positivi e negativi con spessore sub-micrometrico e
micrometrico (fino a 300 um). A.P. si € impegnato nel patterning di film sottili mediante
etching chimico wet e dry, e lift-off.

A.P. si & dedicato alla caratterizzazione degli step tecnologici messi a punto mediante
caratterizzazione morfologica non distruttiva; ad oggi A.P. conosce il funzionamento ed €& in
grado di utilizzare il microscopio a scansione elettronica (SEM), il microscopio a forza atomica
(AFM), il microscopio ottico, il profilometro a stilo ed ottico, e molte tecniche di natura ottica
(misure di ellissometria, trasmittanza, riflettanza, assorbanza, e luminescenza) atte alla
caratterizzazione non distruttiva del campione in esame. A.P. & in grado di effettuare la
caratterizzazione elettrica, statica e dinamica, in DC e in frequenza (con confidenza fino a 10
GHZz), dei dispositivi in esame, mediante |'ausilio di source measure units (SMU), generatori di
tensione e corrente, multimetri da banco, amplificatori di tensione corrente, analizzatori di
parametri, amplificatori lock-in, LCR meters, analizzatori di spettro vettoriali, e valutare
I'effetto dei parassiti elettrici al fine di compiere misure a basso rumore per rilevare deboli
segnali di corrente e tensione.

A.P. ha sfruttato la tecnica ECN per realizzare strati di silicio nanostrutturato con proprieta
ottiche variabili e non sulla sezione del wafer al fine di realizzare sensori fotonici per target
chimici in fase gassosa [1,11] e liquida [10,12] e biosensori fotonici [2]. A.P. ha sfruttato la
tecnica di decorazione layer-by-layer (LbL) al fine di ricoprire conformemente uno strato di
silicio nanostrutturato con delle nanoparticelle d’oro per la realizzazione di un biosensore ibrido
fotonico-plasmonico [2]. A.P. ha sfruttato la stessa tecnica di fabbricazione con analoghi
substrati effettuando la decorazione con pacchetti di polimeri sub-nanometrici marcati con
fluorofori, realizzando sensori chimici bioriassorbibili per il monitoraggio del pH in buffer,
matrici complesse, e dimostrandone il funzionamento in-vivo [10]. A.P. si & dunque misurato
col problema del trasferimento di strati sottili (da 4 fino a 100 um) di silicio nanostrutturato dal
substrato nativo a substrati flessibili. A.P. ha sfruttato la stessa tecnica di decorazione LbL con
lo scopo di realizzare dielettrici polimerici ad elevata densita di capacita per unita di area (25
nF mm-2) con uno spessore di 10 nm [14].



Nel corso della sua attivita di ricerca A.P. ha dedicato parte del suo tempo alla lavorazione del
silicio alla nanoscala mediante erosione chimica assistita da nanoparticelle di argento e
nanofilm di oro (Metal Assisted Chemical Etching - MACE). A.P. ha dimostrato la realizzazione
di matrici di nanofili di silicio (SiNWs) semiconduttivi di tipologia n o p di centinaia di nanometri
di diametro e 100 um di lunghezza. Tali SiNWs, sono stati poi trasferiti dal substrato nativo di
silicio ad un substrato ospite di silicio e ossido di silicio e sono stati utilizzati nella realizzazione
di transistor ad effetto di campo (FETs) back-gated impiegati nel sensing di agenti gassosi
inquinanti (NO2 a CO). A.P. ha partecipato alla realizzazione e alla caratterizzazione di FETs
back-gated realizzati con array di nanotubi di carbonio (CNTs) semiconduttivi decorati con DNA
e nanoparticelle di PdS o CdS, successivamente allineati mediante dielettroforesi tra elettrodi
metallici ed impiegati come rilevatori di sorgenti luminose blu, rosse o verdi [6].

A.P. ha dimostrato la realizzazione di microstrutture in rame per additive manufacturing con
proprieta induttive mediante deposizione elettrochimica puntuale facendo uso del tool
EXADDON CERES.

Parte dell’attivita di ricerca di A.P. & stata dedicata alla realizzazione di micro- e nano-
compositi al fine di ottenere dei materiali equivalenti con proprieta target regolabili: elettriche,
ottiche e meccaniche [5,7,8]. A.P. ha dato dimostrazione dell'integrazione di nanoparticelle
metalliche di argento o oro sulla superficie di substrati polimerici bi- e tri- dimensionali al fine
di regolare la trasmittanza e la resistivita equivalente del materiale composito [5,7,8]. A.P. ha
dimostrato che un materiale polimerico generato a forma di lente e decorato con nanoparticelle
metalliche con proprieta plasmoniche da la possibilita di integrare un filtro ottico direttamente
sulla lente stessa e ne ha concettualizzato il funzionamento utilizzandola per incrementare la
maghnification della fotocamera di un comune smartphone, riuscendo ad osservare organismi
aquatici di dimensioni di circa 50 um [7]. A.P. ha sfruttato la stessa tecnologia di fabbricazione
al fine decorare in maniera conforme un substrato polimerico poroso tri-dimensionale con
nanoparticelle di argento, riuscendo a regolare la resistivita equivalente del materiale
composito in funzione della sua ricopertura superficiale [8]. La tecnologia messa a punto &
stata poi utilizzata per realizzare un sensore di deformazione in grado di apprezzare bassi
schiacciamenti e pressioni, misurando I'onda sfigmica sul polso di un volontario.

A.P. ha perfezionato il processo di replica molding su scala micrometria con master
microstrutturati mediante tecnica litografica (photoresist SU-8) o randomicamente generati
usando materiali sacrificali (cristalli di NaCl) [8].

A.P. (con Huawei) é stato ideatore e Project Leader di un progetto di ricerca finalizzato a
realizzare la prima antenna in classe G-Band (260-280 GHz) mediante il processo di replica
molding con materiale polimerico successivamente ricoperto conformemente con uno strato
metallico. Durante questa attivita di ricerca, A.P. si &€ misurato con la realizzazione di master di
photoresist rigidi spessi (~250 um) a livello di wafer e successiva replica di geometrie con
features passanti mediante un processo innovativo di PDMS Double-Casting Sandwich-Replica-
Molding utilizzando materiali polimerici flessibili.

A.P. & attualmente coinvolto nella realizzazione di FET criogenici basati su giunzioni Josephson
(JJs) facenti uso di nanofili di metalli superconduttivi o giunzioni semiconduttore/
superconduttore. Il valore della corrente critica € regolato mediante I'applicazione di un
opportuno elettrodo di gate con posizione laterale, sovrastante o sottostante la JJ consentendo
quindi la realizzazione di un transistor ad effetto di campo Josephson (JoFET). A.P. si &
dedicato alla messa a punto del processo di realizzazione di giunzioni Josephson
semiconduttore/superconduttore mediante la prossimizzazione di strati epitassiali di InAs (100
nm) con film sottili di Al. A.P. ha ideato una nuova tipologia di eterostruttura basata su InAs e
chiamata InAs-on-Insulator (InAsOI), dimostrando come le proprieta di una JJ dipendano dalla
densita di carica del semiconduttore in uso. A.P. ha impiegato InAsOI per la realizzazione di
JoFETs con differenti dielettrici di gate, indicando come la densita di carica di InAs e la
permittivita elettrica dell’ossido di gate influiscano sulle proprieta del transistor
superconduttivo. A.P. ha impiegato i JOFET realizzati come blocchi elementari per la
realizzazione di complesse architetture per il routing della supercorrente dimostrando la
realizzazione del primo switch superconduttivo con 1 ingresso ed 8 uscite. A.P. si & impegnato



nella simulazione predittiva del comportamento di JoFETs a microonde per la realizzazione di
switch superconduttivi veloci e sta attualmente lavorando alla loro realizzazione fisica e
caratterizzazione elettrica. Nel corso di questa attivita, A.P. & ottimizzato tecniche per la
deposizione di film sottili metallici superconduttivi mediante evaporazione e-beam e sputtering
(Al, Ti, Nb) e dielettrici di gate tramite ALD (Al203 e HfO2). A.P. si € dunque specializzato nella
misura di dispositivi elettrici superconduttivi a temperature criogeniche inferiori a 100 mK
ottenuti in frigoriferi in regime di diluizione.

A.P. si € impegnato nella realizzazione di circuiti stampati (PCB) ad-hoc per applicazioni
criogeniche e non, effettuando il design, il layout e la simulazione di PCB in FR4 in rame/oro
per I'uso in DC e RF.

A.P. & in grado di valutare il rischio chimico delle attivita da svolgere, mettendo in atto tutte le
misure di contenimento del rischio mediante applicazione di protocolli sperimentali, uso di
dispositivi di protezione individuale e collettiva, gestione e smaltimento dei rifiuti generati.

A.P. attesta:

e Esperienza di almeno due anni in tecniche di micro/nano fabbricazione di dispositivi a
superconduttore o a semiconduttore o ibridi semi/super-conduttore ed in particolare
litografia elettronica, evaporazione a fascio elettronico, deposizione tramite sputtering,
etching a secco e a umido;

e Esperienza in tecniche di misure elettriche a temperature criogeniche con particolare
riguardo per tecniche di caratterizzazione a temperature inferiori ai 100 mK in frigoriferi
a diluizione;

e Esperienza in tecniche di misura e progettazione di circuiti superconduttivi a microonde.

A.P. ha preso attivamente parte ai seguenti progetti di ricerca:

Project Leader di Spectrum project (Grant no. 101057977).

Project Leader di MIDSPAN / Partnership Huawei.

Project Leader di G-Band Antenna / Partnership Huawei.

Research Engineer di Preparing R2 extension to 300 mm for BCD Smart Power and
Power Discrete - R2POWER300 project (Grant no. 653933).

A.P. svolge attivita di peer review per le riviste internazionali De Gruyter Nanophotonics, IEEE
Sensors Journal, e MDPI Biosensors, MDPI Coatings, MDPI Electronics, MDPI Micromachines,
MDPI Sensors, MDPI Sustainability.

I fattori h-index e le citazioni totali di A.P. sono rispettivamente 9 e 231 (fonte Scopus al
21/05/2024), 8 e 210 (fonte Web of Science al 21/05/2024), 9 e 239 (fonte Google Scholar al
21/05/2024).

BREVETTI, PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PRESENTAZIONI A CONFERENZE

Brevetti

2. G. Barillaro, S. Surdo, M. Corsi, A. Minopoli, A. Paghi, Elemento Ottico. Application
number: 812024000082309, 08/05/2024.

1. F. Giazotto, G. De Simoni, L. Sorba, A. Paghi, O. Arif, C. Puglia, Giunzione Josephson e
transistor superconduttivo ad effetto di campo. Application number: 102024000008983,
19/04/2024.

Pubblicazioni Scientifiche su Riviste Internazionali con Peer-Review

18. J. Koch, C. Cirillo, S. Battisti, L. Ruf, Z. Makhdoumi Kakhaki, A. Paghi, A. Gulian, S.
Teknowijoyo, G. De Simoni, F. Giazotto, C. Attanasio, E. Scheer, A. Di Bernardo, Gate-
Controlled Supercurrent Effect in Dry-Etched Dayem Bridges of Non-Centrosymmetric Niobium
Rhenium. Nano Research 2024. (http://dx.doi.org/10.1007/s12274-024-6576-7)

17. S. Battisti, J. Koch, A. Paghi, L. Ruf, A. Gulian, S. Teknowijoyo, C. Cirillo, Z.
Makhdoumi Kakhaki, C. Attanasio, E. Scheer, A. Di Bernardo, G. De Simoni, F. Giazotto,



http://dx.doi.org/10.1007/s12274-024-6576-7

Demonstration of high-impedance superconducting NbRe Dayem bridges. Applied Physics
Letters (Vol. 124, Iss. 17, Pag. 172601) 2024. (https://doi.org/10.1063/5.0200257)

16. O. Arif, L. Canal, E. Ferrari, C. Ferrari, L. Lazzarini, L. Nasi, A. Paghi, S. Heun, L.
Sorba, The Influence of an Overshoot Layer on the Morphological, Structural, Strain, and
Transport Properties of InAs Quantum Wells. MDPI NanoMaterials (Vol. 14, Iss. 7, Pag. 592)
2024, (https://www.mdpi.com/2079-4991/14/7/592)

15. A. Paghi, G. Trupiano, C. Puglia, H. Burgaud, G. De Simoni, A. Greco, F. Giazotto,
Estimation of the FR4 Microwave Dielectric Properties at Cryogenic Temperature for Quantum-
Chip-Interface PCBs Design. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (Vol. 73,
Pag. 6004007) 2024. (https://doi.org/10.1109/TIM.2024.3372217)

14, A. Paghi, S. Mariani, M. Corsi, E. Maurina, A. Debrassi, L. Dahne, S. Capaccioli, G.
Barillaro, Ultrathin Ambipolar Polyelectrolyte Capacitors Prepared via Layer-By-Layer
Assembling. Advanced Materials (Pag. 2309365) 2024.
(http://dx.doi.org/10.1002/adma.202309365)

13. C. Wunderlich, D. Guberman, G. Barillaro, J. Cortina, A. Paghi, R. Paoletti, A.
Rugliancich, Photo-Trap: A low-cost and low-noise large-area SiPM-based pixel. Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section A (Vol. 1057, Iss. December 2023, Pag.
168670) 2023. (https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168670)

12, A. Paghi, M. Corsi, A.A. La Mattina, G. Egri, L. Déahne, G. Barillaro, Wireless and
Flexible Optoelectronic System for In-Situ Monitoring of Vaginal pH Using a Bioresorbable
Fluorescence Sensor. Advanced Materials Technologies (Vol. 8, Iss. 8, Pag. 2201600) 2023.
(https://doi.org/10.1002/admt.202201600)

11. (Invited Review) A. Paghi, S. Mariani, G. Barillaro, 1D and 2D Field Effect Transistors in
Gas Sensing: A Comprehensive Review. Small (Vol. 19, Iss. 15, Pag. 2206100) 2023.
(https://doi.org/10.1002/smll.202206100)

10. M. Corsi*, A. Paghi*, S. Mariani, G. Golinelli, A. Debrassi, G. Egri, G. Leo, E. Vandini,
A. Vilella, L. Dahne, D. Giuliani, G. Barillaro, Bioresorbable Nanostructured Chemical Sensor for
Monitoring of pH Level In Vivo. Advanced Science (Vol. 9, Iss. 22, Pag. 2202062) 2022.
(https://doi.org/10.1002/advs.202202062) (*: Equal Contribution)

9. R. Goldoni, C. Dolci, E. Boccalari, F. Inchingolo, A. Paghi, L. Strambini, D. Galimberti,
G. M. Tartaglia, Salivary biomarkers of neurodegenerative and demyelinating diseases and
biosensors for their detection. Ageing Research Reviews (Vol. 76, Iss. February, Pag. 101587)
2022. (https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101587)

8. (Invited Paper) A. Paghi, M. Corsi, S. Corso, S. Mariani, G. Barillaro, In-Situ Controlled
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